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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

メタバースの実現においては、触覚技術は重要であり、高精度な情報提示の必要が
あるが、MEMS技術は活用されていない。所属大学では、コンピュータシミュレー
ションを活用した設計や特性解析を行っており、設計したデバイスを作製するため
に、ナノテクノロジープラットフォームの機器を使用した。本年度はデバイスの試
作を実施した。

実験
Experimental

2回の試作を実施した。1回目は、圧電膜の下部電極を、圧電膜成膜の前にパターニ
ングして、MEMSデバイスを作成した。2回目は、圧電膜の下部電極を、圧電膜成
膜の後にパターニングして、MEMSデバイスを開発した。
主要な作成工程は、下部電極の白金膜をスパッタする。その上に、圧電膜を成膜す
る。圧電膜を所定の領域にエッチングにより、形状を成形し、その上に、上部電極
の白金膜をパターニングと成膜が同時に行えるリフトオフ加工で成膜する。最後は、
背面より、ダイアフラムを形成する方法を用いた。特性の測定は、ファンクション
ジェネレータで生成したサイン波を圧電アンプで増幅して、各アクチュエーターに
印加し、そこから発生した音波をマイクロフォン（80 kHz最高レンジ）で測定した。

結果と考察
Results and Discussion

図1は、圧電膜の下部電極を、圧電膜成膜の前にパターニングした場合の、試作デ
バイスの写真を示す。図からわかるように、配線部の酸化シリコンに鉛がドープさ
れて、変色している。図2は、圧電膜の下部電極を、圧電膜成膜の後にパターニン
グした場合の、試作デバイスの写真を示す。図より、配線電極と下部のグランド電
極間が、酸化シリコンで、絶縁されている。その結果、試作1回目のデバイスは、
電流がリークして、MEMSダイアフラムの共振周波数まで駆動できなかった。しか
し、試作２回目のデバイスは、MEMSダイアフラムの共振周波数まで駆動できた。
また、試作２回目のデバイスは±6 Vの定電圧でも駆動できた。
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Fig. 1 Photograph of first fabrication.
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Fig. 2 Photograph of second fabrication.
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